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Ⅰ 表面吸着反応の動力学的研究 

Dynamics of surface adsorption reactions induced by kinetic energy of molecules 
 

寺岡有殿 
Teraoka, Y. 

 
固体表面における分子の解離吸着反応、および、その結果としての極薄膜形成に対する入射分子の

運動エネルギー効果を研究している。その手段として超音速分子線技術と軟Ｘ線放射光を用いた表面

光電子分光法を融合したリアルタイムその場表面観察法を開発し、SPring-8 の BL23SU に表面化学実

験ステーションを設置した。本実験ステーションではリアルタイムその場光電子分光（SR-XPS）のほ

か、低エネルギー電子回折（LEED）による表面構造観察、質量分析器による昇温脱離分析（TDS）

などが真空一環で可能である。それらの機能を活用して産業上重要な半導体や金属表面における酸化

反応や窒化反応が入射酸素分子や窒素分子の並進運動エネルギーや分子振動エネルギーによってどの

ように影響されるのかが研究されている。 

 

 

Ⅱ 半導体結晶成長中のその場放射光Ｘ線回折 

In situ synchrotron X-ray diffraction during molecular-beam epitaxial growth of 
semiconductors 

 

高橋正光 

Takahasi, M. 
 

 新しい原理に基づく電子デバイスの開発は、ナノワイヤ・ナノドットなどの低次元構造や、磁性体

と半導体とのヘテロ接合など、従来の枠を超えた結晶成長をいかに実現するかにかかっている。これ

らを可能にするためには、原子レベルにまでさかのぼった成長機構の解明が重要である。シンクロト

ロン放射光Ｘ線回折による半導体結晶成長過程のその場・実時間測定技術を開発し、高効率太陽電池・

光電子デバイスなどへの応用が期待されている InGaAs/GaAs(001)膜、GaAs/Si(111)膜、InAs/Si(111)

膜、GaAs 量子細線、InGaAs 量子細線、InAs 量子ドットなどの成長過程を研究した。 
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大学院物質理学研究科 

博士前期課程 
仲田侑加：半導体ナノ構造成長過程の放射光 X 線回折による研究 
岩井優太郎：超音速窒素分子線による Ni(001)表面の運動エネルギー誘起酸化 

 

 

科学研究費補助金等 

1. 文科省ナノテクノロジープラットフォーム事業（平成 24～） 

研究課題  放射光を利用した微細構造解析 

研究分担者 寺岡有殿・高橋正光ほか 



2.  科学研究費補助金（平成 22～25 年度） 基盤研究(B) 課題番号：22360010 

研究課題 エピタキシャル成長その場マイクロ X 線回折による単一ナノ構造解析と均一性制御 

研究代表者 高橋正光 

3.  科学研究費補助金（平成 23～25 年度） 挑戦的萌芽研究 課題番号：24656422 

研究課題  曲面構造がπ共役系炭素触媒に及ぼす影響：ドーパント効果の解明 

研究分担者 寺岡有殿ほか 

4.  科学研究費補助金（平成 25～29 年度） 基盤研究(B) 課題番号：25289307 

研究課題  不活性高質量原子による超低軌道環境における衝突励起材料劣化現象に関する包括

的理解 

連携研究者 寺岡有殿 
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